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Detail’A”

Option 1

s Millimeters Inches == Millimeters Inches
b Min. Max. Min. Max. e Min. Max. Min. Max.
A 0.70 0.90 0.028 | 0.035 E1 2.90 3.25 0.114 | 0.128
b 0.20 0.40 0.008 | 0.016 E2 2.25 2.65 0.089 | 0.104
C 0.10 0.25 0.004 | 0.010 e 0.65 BSC 0.026 BSC
D 3.10 3.45 0.122 | 0.136 H 0.28 0.65 0.011 0.026
D1 2.90 3.20 0.114 | 0.126 0 0’ 14° 0’ 14°
D2 1.54 1.98 0.061 0.078 L 0.30 0.50 0.012 | 0.020
D3 0.08 0.30 0.003 | 0.012 L1 0.06 0.20 0.002 | 0.008
E 3.00 3.45 0.118 | 0.136 M 0.00 0.15 0.000 | 0.006
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